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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月31日(2011.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスを形成する方法において、
　半導体層の上方に第１のゲート誘電体層を形成する工程と、
　第１のゲート誘電体層の上方に第１の導体層を形成する工程と、
　第１の導体層の上方に第１の分離層を形成する工程と、
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　第１の分離層を形成する工程の後に、半導体層に第１のメサと第２のメサとを分離する
トレンチを形成する工程であって、第１のメサおよび第２のメサは各々、第１のゲート誘
電体層の一部、第１の導体層の一部、第１の分離層の一部、および半導体層の一部を含む
工程と、
　第１の導体層の上面を越える高さまでトレンチに絶縁材料を充填する工程と、
　第２のメサに含まれる第１の導体層の前記一部を第２のメサから除去する工程と、
　第２のメサに含まれる第１の導体層の前記一部を第２のメサから除去する工程の後に、
第１のメサに含まれる第１の分離層の前記一部の上方および第２のメサの上方に第２の導
体層を形成する工程と、
　平坦化を行って、第１のメサの上方から第２の導体層を除去する工程と、
　第１のメサに第１の種類の第１のトランジスタを形成し、第２のメサに第２の種類の第
２のトランジスタを形成する工程と、からなる方法。
【請求項２】
　第２の導体層を形成する工程において、第２の導体層は金属を含む請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　第１の導体層を形成する工程において、第１の導体層は第２の導体層の金属とは異なる
種類の金属を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　第２の導体層を形成する工程より前に、第２のメサに含まれるゲート誘電体層の前記一
部を第２のメサから除去する工程と、
　第２のメサに含まれるゲート誘電体層の前記一部を第２のメサから除去する工程の後、
かつ、第２の導体層を形成する工程より前に、第２のメサの上に第２の半導体層をエピタ
キシャル成長によって成長させる工程と、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第１のメサに含まれる半導体層の前記一部が第２のメサに含まれる半導体層の前記一部
とは異なる導電型を有するように、選択的に半導体層のドーピングを行う工程を含む請求
項１に記載の方法。
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